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１．概要（Summary）
シリコン太陽電池の作製工程では、エッチングプロセス

を用いて、シリコン基板の凹凸を制御する必要がある。[1]
今回、エッチング後のシリコン表面の凹凸を 10 nm 程度
に制御することを目指し、広島大学ナノデバイス・バイオ

融合科学研究所の設備を利用して、エッチングプロセス

を最適化した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】 原子間力顕微鏡:AFM 
【実験方法】

濃度・温度・時間を変化させたエッチングプロセスを行

い、シリコン基板の表面を AFM で測定し、表面粗さを数

値化することで最適化を行った。これらから得られたデー

タを解析し、エッチングプロセスにおける最適な条件を割

り出した。測定したサンプルの条件は以下の通り：

(a)  エッチング前
(b)  エッチング後、最適化前
(c)  エッチング後、最適化後

３．結果と考察（Results and Discussion）
AFM測定の結果を、Figure 1に示す。
Figure 1a より、エッチング前のシリコン基板の表面形

態は、100 nm以上の凹凸が存在する。
Figure 1b より、エッチング後のシリコン基板の表面形

態は、エッチング前と比べて平滑化されたものの、約 20 
nmの凹凸が残存することを確認した。
最適化の結果、Figure 1c より、シリコン基板の凹凸の

大きさを、10 nm以下に制御することに成功した。

Figure 1 AFM image of surface of silicon wafer   
(a) before etching (b) after etching before 
optimization (c) after etching after optimization. 
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